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Beschreibung 

Basishalbleiterbauteil fUr einen Halbleiterbauteilstapel • und 
Verfahren zur Herstellung desaelben 

5 

Die Erfindung betrifft ein Basishalbleiterbauteil fur eineri 
Halbleiterbauteilstapel mit einem Halbleiterchip, der auf ei- 
ner Oberseite eines steifen Verdrahtungssubstrats zentral in 
der Weise angeordnet ist, . dass Randbereiche des Verdrahtungs- 
10 substrats nicht von dem Halbleiterchip bedeclct sind. Auf ei- 
ner Unterseite des Verdrahtungssubstrats, die der Oberseite 
KuLt dem Halbleiterchip gegenuber liegt, sind Aufienkontakte 
£^ ' des Basishalbleiterbauteils angeordnet^ die uber Durchkontak- 
te mit Kontaktanschlussflachen auf der Oberseite elektrisch' 
15 in Verbindung stehen. Die Kontaktanschlussflachen sind in 
Randbereichen des Verdrahtungssubstrats angeordnet. 

Fur ein Stapeln von Halbleiterbauteilen mit einem derartigen 
Basishalbleiterbauteil ist die Lage der Kontakte zwischen dem 
20 unteren Basishalbleiterbauteil und einem gestapelten oberen 

Halbleiterbauteil typischerweise auf die Randbereiche der Ge^ 
hause limitiert^ weil der Halbleiterchip zentral angeordnet 
ist und somit der Mittenbereich ftlr den Anschluss von Kontak:^ 
ten gestapelter Halbleiterbauteile nicht zur Verftigung steht. 
25 Das hat den Nachteil/ dass standardisierte Halbleiterbauteile 
I in BGA-Bauweise (ball-grid-array) oder LGA-Bauweise (land- 

grid-array) nicht aufeinander stapelbar sind^ zuinal deren Au- 
lienkontakte aber die Unterseite des Halbleiterbauteils ver- 
teilt angeordnet sind. Eine freie Wahl von gestapelter Halb- 
30 leiterbauteilen durch den Kunden ist somit nicht m^glich, 

vielmehr muss das Kundengehause umgestaltet werden^ well fur 
ein gestapeites Halbleiterbauteil nur die Randseiten des Ver- 
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drahtungssubstrats zur Anordnung von Aufienkontakten des ge- 
atapelter Halbleiterbauteils zur VerfUgung stehen. 

Eine L6sung dieses Stapelproblems ist aus der Druckschrift 
5 DE 101 38 278 bekannt. Zum Stapeln werden dort herk^imaliche 
Halbleiterbauteile mit BGA- oder LGA-Qehause mit zusStzlichen 
flexiblen Umverdrahtungsf olien versehen, die grolif l^chiger 
sind, als die zu stapelnden Basishalbleiterbauteile, und die 
uber den Rand der Halbleiterbauteile hinausragen, so dass sie 
10 in Richtung auf ein darunter angeordnetes Basishalbleiterbau- 
teil eines Halbleiterbauteilstapels -gebogen und liber die fie- 
f xible Folie mit dem darunter angeordneten Basishalbleiterbau- 

^^'^ teil elektrisch verbunden werden k6nnen- 

15 Ein Halbleitermodul mit derartig gestap^lten Halbleiterbau- 
" teilen hat den Nachteil, dass die Halbleiterbauteile nicht . 

mit geringst luoglichem Raumbedarf gestapelt werden kSnnen, 
ziimal auch die abgebogene Umverdrahtungsf olie einen Biegera- 
dius erfordert, der nicht unterschritten werden kann, ohne 
20 Mikrorisse in den auf der Umverdrahtungsf olie angeordneten 

Umverdrahtungsleitungen 2U riskieren. DarOber hinaus ■ ergeben 
sich relativ lange, sowie unterschiedlich lange Leitungswege 
zwischen dem Halbleiterchip in dem unteren Basisgehause des 
Basishalbleiterbauteils und dem gestapelter Halbleiterbau- 
4 25 teil. SchlieBlich sind die hohen Kosten fiir die notwendige 
((P Zweilagenfolie ein weiterer Nachteil der bisherigen Lpsung. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Basishalbleiterbauteil mit 
Verdrahtungssubstrat und ein* Verf ahren zur Herstellung des- 
30 selben an^ugeben^ dass ein Stapeln von Halbleiterbauteilen 
mit beliebig angeordneten Aufienkontakten erm5glicht- Ferner 
ist es Aufgabe der Erfindung, dass dieser Halbleiterbauteil- 
stapel mit unterschiedlich aufgebauten Basisbauteilen und mit 
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unterachiedl.ich aufgebauten gestapelten Halbleiterbauteilen 
2u einem Halbleltermpdul kombiniert warden kann." DarUber hin- 
au3 ist as Aufgabe der Erfindung, ein Basishalbleiterbauteil 
mit einem Verdrahtungssubstrat anzugeben, mit dem ein Stapeln 
5 nicht auf wenige, vorgegebene Muster von Halbleiterbauteilen 
eingeschrankt ist, sondern bei dem die Anordnung und Zuord- 
nung von verbindenden AuBenkontakten beliebig variiert werden 
kann. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, den Raumbedarf und 
den Fiachenbedarf eines Halbleitermoduls zu minimieren, und 
10 ' sondt den Raumbedarf eines Speichermbduls beispielsweise aus 
DRAM-Halbleiterbauteilen zxi veirkleinern. 



i 



Gel5st wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhangigen 
Ansprache. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
15 sich aus den abhangigen Anspruchen. 



20 



Erfindungsgemai?^ wird ein Basishalbleiterbauteil fUr einen 
Halbleiterbauteilstapel mit einem Halbleiterchip, der auf ei- 
nem steifen Verdrahtungssubstrat zentral angeordnet ist, ge- 
schaffen- Dazu weist das Verdrahtungssubstrat auf seiner 0- . 
berseite in Randbereichen KontaktanschlussflSchen und gegenu- 
berliegend dem Halbleiterchip auf seiner Unterseite Aufienkon- 
takte des Basishalbleiterbauteils auf. Die Aufienkontakte sind 
Ober Verdrahtungsleitungen und/oder Durchkontakte des Ver- 
O 4 drahtungssubstrats mit den Kontaktanschlussf lichen elektrisch 

verbunden. Gleichzeitig sind die Kontaktanschlussflachen. mit 
Kontaktflachen einer integrierten Schaltung der aktiyen Ober- 
seite des'Haibleiterchips verbunden. Somit liegen eine ein- 
zelne Kontaktf ISche mit einem einzelnen Aufienkontakt und mit 
30 einer einzelnen Kontaktanschlussf lAche auf gleichem elektri- 
schen Potential. Die Kontaktanschlussf lache bildet dabei 
■ praktisch einen Schalturtgsknoten. 
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Eine verf orrobare Zwischenverbindungsf olle def iniert die Ober- 
seite des Basisbautcils und weist ein frei zugSngliches An- 
ordnungsmuster von Stapelkontaktf lachen auf . Dieses Anord- 
nungsmuster ist kongruent zu AuBenkontakten eines zu stapeln- 
5 den Halbleiterbauteils angeordnet . In ihren Randbereichen ist 
die Zwlschenverbindungsfolie zu den Kontaktanschlussf lachen 
des verdrahtungaaubstrats hin verformt. Dabei stehen die Sta- 
pelkontaktf ISchen auf der Oberseite des Basishalbleiterbau- 
teils tlber Leiterbahnen der Zwischenverbindungsf olie mit den 
10. Kontaktanschlussf lachen in den Randbereichen des Verdrah- 

tungssubstrats elektrisch in Verbindung, Ober den gemeinsamen 
Knotenpunkt, der durch die Kontaktanschlussf lachen auf dem 
■ verdrahtungssubstrat gebildet V7ird, stehen somit ein einzel- 
nsr Stapelkontakt mit einer Kontaktflache des Basishalblei- 
15 terchips und mit einem AuBenkontakt des Basishalbleiterbau- 
teils elektrisch in Verbindung. 

Der Vorteil dieses Basishalbleiterbauteils besteht darin, 
dass die verformbare Zwischenverbindungsf olie auf ihrer Ober- 
20 seite ein frei wahlbares Anordnungsmuster von Stapelkontakt- 
fiachen auf weist. Dieses Muster kann dem Bedarf des Kunden 
angepasst warden. FUr unterschiedliche zu stapelnde Halblei- 
terbauteile auf dem Basishalbleiterbauteil wird lediglich ei- 
ne Zwlschenverbindungsfolie mit einem anderen Anordnungsmus- 
"\ A 25 ter vorgesehen. Der Grundaufbau des Basishalbleiterbauteils 
J| braucht jedoch nicht • gea.ndert zu warden. Sowohl der zentrale 

■ ^ Basishalbleiterchip als auch die Verdrahtungsstruktur des 

Verdrahtungaaubstrats und die Anordnung der Aufienkontakte des 
Basishalbleiterbauteils bleiben unverSndert . 



30 



Die Zwlschenverbindungsfolie kann auch dazu eingesetzt wer- 
den, passive Bauelemente, wis Kondensatoren, Widerstande Oder 
Spulen, durch entsprechende LeiterbahnfUhrung oder durch ent- 
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.. sprechende Strukturierung der Metallschichten der Zwischen- 
verbindungsfolie vorzusehen. Ein weiterer Vorteil dieser Kon- . 
struktion eines Basishalbleiterbauteils bes.teht darin, dasa 
eine Vielzahl von Leiterbahnen der zwischenverbindungsfolie 
5 mit einer Vielzahl von Kontaktanschlussf lachen in einem Ar- 
beitsgang miteinander verbunden werden kOnnen. Damit entfallt 
ein.kostenintensives serielles Bonden mit Kontaktdrahten, wie 
es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Ein weiterer Vor- 
teil ist, dass. die auf der Zwischenverbindungsfolie gefuhrten 
10 Laiterbahnen nicht wie bei BonddrShten einen Kurzscbluss ver- 
■ ursachen kOnnen und sie konnen ihren Abstand zuverla.ssig ge- 
statzt durch die Folie beibehalten. 



In einer weiteren Ausftihrungsform der Erfindung weist der 
15 Halbleiterchip Flipchip-Kontakte auf, die tiber Umverdrah- 
tungsleitungen mit den Kontaktanschlussflachen verbunden 
sind. Diese Verdrahtungsleitungen befinden sich auf der Ober- 
seite des Verdrahtungssubstrats und sind <iber Durchkontakte 
mit der Unterseite des Verdrahtungss\abstrats verbunden, wobei 
20 von dort aus wiederum Verdrahtungsleitungen auf der Untersei- 
te des Verdrahtungssubstrats mit AuBenkontaktf lachen verbun- 
den sind. Diese AuBenkontaktflSchen kOnnen dann mit Aufienkon- 
takten bestUckt werden, um das Basishalbleiterbauteil zu kom- 
pletl- -i nr«n . . 

4 25.. 

(m. Durch den Einsatz einea Halbleiterchips mit Flipchip- 

kontakten im Basishalbleiterbauteil, wird die Zuveriassigkeit 
des Basishalbleiterbauteils weiter gesteigert, zumal auch 
hier zur Verbindung mit der Verdrahtungsstruktur auf der O- 
30 berseite des Verdrahtungssubstrats keine stOranfalligen Bond- 
drahte vorzusehen sind. Um thermische Spannungen zwischen dem 
Material des steifen verdrahtungssubstrats und dem Silizium- 
halbleiterchip auszugleichen, wird der Abstand zwischen dem 
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Halbleiterchip mit Flipchip-Kontakten und dem Verdrahtungs- 
substrat durch einen gefiillten Kunststof f einem sogenannten 
"Underfill" aufgefUllt. Der Fulls.toff des Kunststoffes be- 
steht vorzugsweise aus Keramikpartikel, welche den thenni- 
schen Ausdehnungskoefflzienten des "Underfill" an den thermi- 
schen Auadehnungskoeffizienten des Halbleiter.chips anpassen. 

Die Auflenkontakte kOnnen in einer Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
dung Lotblille aufweisen und auf der Unterseite des Verdrah- 
tungssiabstrats in einer Matrix angeordnet sein, Damit kann 
auch das Basishalbleitertaauteil als Standardgehause in BGA- 
Bauweise ausgeftlhrt sein, so dass es auf entsprechende Stan- 



..^ dardschaltungstrager aufgebracht werden kann. 

m 



15 Weiterhin wird die Zwiachenverbindungsf olie auf der Rtlckseite 
des Basishalbleitsrchips angeordnet. Diese Anordnung hat den 
Vorteil einer minimalen Bauhahe des Basishalbleiterbauteils, 
zumal die Riickseite des Basishalbleiterchips keine Flipchip- 
Kontakte aufweist und somit voll auf der RUckseite des Basis- 
20 halbleiterchips aufliegen kann. Wird als Basishalbieiterchip 
ein Halbleiterchip mit Bondverbindungen eingesetzt,. so kann 
dieses Halbleiterchip auf dem Verdrahtungssubstrat nach dem 
Herstellen der Bondverbindung mit einer Kunststof fgehSusemas- 
se versehen werden, so dass auch in dem Fall eine Maglichkeit 
4 25 besteht, die Zwischenvsrbindungsfolie beispielsweise auf der 
M KunststoffgehSusemasse auf zubringen. 

Fttr ein Basishalbleiterbauteil, das ein gestapeltes Halblei- 
terbauteil tragen soil, dessen flSchige Erstreckung grGBer 
30 ist, als der Basishalbieiterchip, ist es vorgesehen, eine 
Statzplatte zwiachen der Zwiachenverbindungsf olie und dem 
Halbleiterchip anzuordnen. Diese Stutzplatte leiht der Zwi- 
schenverbindungsfolie Formstabilitat und gewShrleistet / dass 
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die Stapelkontaktflachen der Zwischenverbindungsf olie voll 
■ ■ standig in einer Ebene angeordnet sind. Somit k5nnen dann das 
Basishalbleiterbauteil und das gestapelte Halbleiterbauteil 
iiber die Stapelkontaktflachen der Zwischenverbindungsfolie 
5 elektrlsch in Verbindung stehen. Dabei kann die Anordnung der 
Stapelkontaktflachen deia jeweiligen kundenspezif ischen zu 
atapelnden Halbleiterbauteil angepasst scin. . 

Eine weitere bevbrzugte. AusfUhrungsf orm der Erfindung sieht 
10 vor, dass die Zwischenverbindungsfolie mehrere, voneinander 
isolierte Lagen mlt zwischenliegenden Leiterbahnen aufweist. 
^ Eine derartige mehrlagige Zwischenverbindungsfolie wird vor- 

teilhaft dort eingesetzt, wo die stapelkontaktf lachendichte, 
^ sowie die absolute Zahl an Stapelkontaktflachen mit einer 

15 entsprechend hohen Zahl ' yon Verdrahtungsleitungen zu verbin- 
den ist, und die Abstande zwischen den Stapelkontaktflachen 
nicht ausreicht, um genugend Leiterbahnen zu den Randseiten 
der Zwischenverbindungsfolie zu fuhren. 



> 



20 



Weiterhin ist es vorgesehen, in einer Ausfiihrungsform der Er- 
findung, die Verbindungastellen zwischen . Kontaktanschlussfia- 
chen und Leiterbahnen der Zwischenverbindungsfolie in den 
Randbereichen des Verdrahtungssubatrats in eine Kunststoff- 
itiasse einzubetten. Diese Kunstatof fmasse schUtzt somit die 
J 25 Randbereiche des Basishalbleiterbauteils, in denen alle Ver- 
W) bindungen, sowohl zu dem gestapelten Halbleiterbauteil, als 

auch zum Basishalbleiterchip sowie zu den AuBenkontakten, zu- 
sammenlauf en . • ' 



30 



Ein verfahren zur Herstellung eines Basishalbleiterbauteils 
weist die nachfolgenden Verfahrensschritte auf . Zunfichst wird 
ein steifer VerdrahtungstrSger mit einem zentralen Halblei- 
terchip auf seiner Oberseite hergestellt. Dazu wird auf der 
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Oberseite des Verdrahtungstrager eine Verdrahtungsmuster vor- 
geseheti mit Kontaktanschlussf ISchen in Randbereichen der O- 
berseite sowie mit Aufi^nkontaktf ISchen auf seiner der Ober- 
seite gegentiberliegenden Unterseite. Dabei werden die AuBen- 
5 kontaktfiachen und die Kontaktanschlussf lachen, sowie die 
Kontaktflachen einer integrierten Schaltung des Halbleiter- 
chips, miteinander elektrisch auf dem Verdrahtungstrager ver- 
bunden . 

10 Neben der Herstellung eines steifen verdrahtungstrSgers wird 
eine verformbare zWischenverbindungsf olie mit Stapel kontakt- 
fiachen auf ihrer Oberseite hergestellt. Die Stapelkontakt- 
^ fiachen sind in einem Anordnungsmuster auf der Oberseite der- 

art angeordnet, dass sie kongruent zu einem Anordnungsmuster 
IS von AuBenkontakten eines. zu stapelnden Halbleiterbauteils 

sind. Mit entsprechenden Leiterbahnen auf ihrer Unterseite, 
die mit den Stapelkontaktf ISchen verbunden sind und sich bis 
in den Randbereich der Zwischentragerfolie erstrecken, wird 
eine Verbindung zwischen den Kontaktanschlussf lachen des Ver- 
20 drahtungssubstrats und den stapelkontaktf lachen hergestellt. 
Dazu wird das Anordnungsmuster der Leiterbahnen im Randbe- 
reich der Zwiachenverdrahtungsfolie kongruent zu dem Anord- 
nungsmuster der Kontaktanschlus 3 fiachen im Randbereich des 
Verdrahtungssubstrats konstruiert. Die Zwischenverbindungsfo- 
.fs 25 lie. wird dann mit ihrer Unterseite auf den Verdrahtungstrager 
"'^(P-j mit Halbleiterchip aufgebracht. AnschlieBend werden die Rand- 

seiten der Zwischenverbindungsf olie unter Verbinden der Lei- 
terbahnen mit den Kontaktanschlussf lachen in den Randberei- 
chen des verdrahtungssubstrats verformt. l 



30 



Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass unabhangig von einem 
Anordnungsmuster der AuJJenkontakte des Basishalbleiterbau- 
teils das Muster der stapelkontaktf lachen der Zwischenverbin- 
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dungsfolie entworfen werden kann. Eine derartige Zwischenver- 
bindungsfolie ist preisvert herstellbar und fUr die Massen- 
produktion geeignet und kanri dennoch mit ihrem iiaordnungsmus- 
ter ftir die Stapelkontaktf lachen den kundenspezif ischen Wtin- 
schen angepasst werden. Das bedeutet, dass der Kunde oder Ab- 
nehmer der Basishalbleiterbauteile eines seiner Standardhalb, 
iGiterbauteile auf der Zwischenverbindungsf olie anordnen kann 
und somit preiswert die Modularitat seiner Produkte erhohen 
kann. AuBerdem ist es von dem Prinzip der Erf indungsidee mfig- 
lich, auch fUr das gestapelte Halbleiterbauteil eine weitere 
Zwischenverbindungsfolie vorzusehen, die ebenfalls in den 
Randbereichen des steifen Verdrahtungsmusters mit dendarun- 
i ter angeordneten Halbleiterbauteilen elektrisch verbunden 

we r den kann. 



10 



15 



Weiterhin hat das Verfahren den Vorteil, dass im Gegensatz 
zur Bonddrahtverbindung mit einem Bondschritt fUr jeden Rand- 
bereich eine Vielzahl v.on Leiterbahnen der Zwischenverbin- 
dungsfolie mit den Kontaktanschlussf lachen auf dem steifen 
20 verdrahtungs subs t rat verbunden warden kann. SchlieBlich lie- 
fert das Verfahren ein wesentlich roisusteres Basishalbleiter- 
bauteil, da keine BonddrShte . mehr erforderlich und auch keine 
aus dem Halbleiterstapeil herausstehenden Schleifen aus fle- 
xiblen Verdrahtungs folien zu bilden sind. AuBerdem kann die 
25 Dichte der Verbindungen gegenQbcr Bonddrahtverbindungen er- 
ii^. haht werden, zumal bei der Diaensionierung der Schrittweite 

■ der Kontaktanschlussfiachen sowie des Mittenabstandes der 

Leiterbahnen der zwischenverbindungsf olie keine Dimensiorien 
von Bondwerkzeugen, wie Bondsticheln bder Bondkaniilen, zu be- 
30 rticksichtigen sind. 

In einem weiteren Durchf Uhrungsbeispiel des Verfahrens wird 
vor dem Aufbringen der Zwischenverbindungsfolie auf das Ver- 
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drahtungssubst.rat eine Sttltzplatte auf die Unterseite der 
Zwischenverbindungsfolie aufgebracht, Diese relativ steife 
Zwischenverbindungsplatte wird immer dann vorgesehen, wenn - 
der im Basishalbleiterbauteil angeordnete Halbleiterchip 
5 seinen Flachendimensionen kleiner ist, als die Unterssite des- 
zu stapelnden Halbleiterbauteils . Durch die Sttitzplatte wird 
einerseirs die roli« im Beoreich de:. atapcikonral^tf la^u^i^ ein- 
geebnet und dafOr gesorgt, dass beim Abbiegen der Randberei-^ 
■ Che der Zwischenverbindungsfolie mi t den Leiterbahnen auf ih- 
10 rer Unterseite keine Unebenheiten fur die Stapelkontaktf la- 
chen aaftreten. Das Material der Stiitzplatte kann ein faser- 
- verstarkter Kunststoff sein, oder auch eine allseits mit ei- 
ner Isolationsschicht versehene Metallplatte. 

15 In einer weiteren bevorzugten Durchfuhrung des Verfahrens . 
wird vor dem Auf bringen der Zwischenverbindungsfolie der 
Halbleiterchip in eine Kunststof fmasse eingebettet. Die 
Kunststoffmasse und ihre flachige Erstreckung kann die Diitien- 
sionen des eingebetteten Halbleiterchip vorteilhaf terweise 

20 derartig vergrOBern, dass keine Stiitzplatte erfprderli.ch ist. 
Ein weiterer Vorteil beateht darin, dass mit Hilfe der Kunst- 
stoffmasse auch Halbleiterbasischips eingesetzt werden kOn- 
nen, die . keine Flipchip^Kontakte auf we is en, sonde rn Uber 
Bondverbindungen mit einer Verdrahtungsstruktur auf der Ober- 

25 seite des Verdrahtungssubstrats verbunden werden. Derartige 
Bondverbindungen fur Halbleiterchips, die keine Flipchip- 
Kontakte aufweisen, werden vor dem Einbetten des Halbleiter- 
chips montiert, und danach wird dann die Kunststof fgehSuse- 
masse aufgebracht, die in ihrer flachigen Erstreckung mindes- 
30 tens den Abmafien der geplanten Stapelkontaktf ISchen der Zwi- 
schenverbindungsfolie entspricht. 
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..ach dem Verbinden der Leiterbahnen mit den Kohtaktanschluss- 
flachen kftrmen' die verbindungsstellen ebenfalls in eine 
Kunststoffmaase eingebettet werden. Dazu wird ein Dispensa- 
Process Oder ein Moldprozess eingesetzt, so dass diese emp 
5 • f indlichen Verbindungsstellen vor mechanischen Belastungen 
geschtttzt werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erfindung das 
Stapelproblem durch eine Variante des TAB (tape automated 
10 bonding) lost, indem eine neue Zwischenverbindungsf die ge- 
schaffen wird, die eine dreidimensionale Stapelung von Halb- 
leiterbauteilen zu Halbleitermodulen ermttglicht. Zur Bildung ■ 
eines Basishalbleiterbauteils wird auf ein Basisgehause eine 
TAB basierende Zwischenverbindungsf olie aufgesetzt. Diese 
15 Zwischenverbindungsf olie besteht aus einem Tragermaterial, 

wie einem Polyimid, auf dem die strukturierten Kupferleiter- 
bahnen aufgebracht sind. Diese Ebene aus Kupf erleiterbahnen 
realisiert aulierdem Stapelkontaktf lachen fUr ein zu stapeln- 
des Halbleiterbauteil. Von den Stapelkontaktf lichen filhren 
20 Leiterbahnen an den Rand der Zwischenverbindungsf olie, urn 
spater mit dem Basisgehause verbunden zu werden. Falls die 
erforderliche Auf lagenf lache fUc das zu stapeinde. Halbleiter- 
bauteil grefier ala der Basishalbleiterchip ist, kann eine 
Versteifungsplatte bzw- StUtzplatte zwiachen der Zwischenver- 
25 bindungsfolie und dem Basishalbleiterchip beispielsweise aus 
einem FR4- oder BT-Material angeordnet werden. FUr ein Ver- 
binden den Leiterbahnen der TAB-Zwischenverbindungsf olie und 
den Kontaktanschlussflachen des Basisgehauses kann beispiels- 
weise ein Bugeliat-Verfahren eingesetzt werden, bei dem 
30 gleichzeitig eine Vielzahl von Verbindungspunkten in einem 

der Randbereiche zusammengelOtet werden. Beim LOten mit Hilfe 
des BUgellttt-Verfahrens kOnnen zum Beispiel hochschmelzende 
Materialmen verwendet werden, die ihrerseits beim LOten hoch- 
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schmelzende Legierungen bzw. intermetallische Verbindungen 
bilden, wie beispielsweise AuSn. 

Das erfindungsgemafie Verfahren, sowie das erf indungsgemafie 
5 Basishalbleiterbauteil haben die Vortsile, dass: 



1. 



fair komplexe "routings" Verdrahtungssubstrate mit mehre- 
ren Lagen verwendet werden konnen, wie beispielsweise 
ein 4-lagiges S\ibatrat; 



10 



4 



2. die .Zuyerlassigkeit speziell bei einem Temperaturzyklus- 
Testverfahren auf Leiterplatten unter Einsatz eines Ba- 
sishalbleiterbauteil mit einem Halbleiterchip mit Flip- 
chip-Kontakten gegentlber dem aus der Druckschrift DE 101 
15 38 27B bekannten Aufbau verbessert ist. 

• Die Erfindung wird nun anhand der beigefttgteri Figuren nSher 
eriautert . 

20 Figur 1 zeigt eine Prinzipskizze eines Basishalbleiterbau- 

teils, einer ersten Ausftihrungsform der Erfindung in 
perspektivischer Ansicht. 

Figuran 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte durch Bau- 
^ . 25 tellkomponenten im Verlauf der Herate'llung eines Ba- 

sishalbleiterbauteils . 



30 



Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt einer zwischen- 
verbindungsfolie mit StUtzplatte; 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines steifen 
Verdrahtungssubst rats mit Halbleiterchip; 
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Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ver- 
draht^ingsaubstrat mit Halbleiterchip und aufgesetzter 
Zwischenverbindungs f olie ; 

Figur 5 zeigt einen schematischen, Querschnitt durch ein ver- 
drahtungssubstrat nach Abbiegen von Randbereichen der 
Zwischenverbindungsfolie und elektrischem Verbinden 
der Kontaktanschlussfl^chen des Verdrahtungssubstrats 
mit Leiterbahnen der Zwischenverbindungsfolie/ 



10 



# 



Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ba- 
sishalbleiterbauteil mit einer auf gebrachten Kunst- 
stoffabdeckung der elektrischen Verbindungen . 

IS Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ba- 
sishalbleiterbauteil, einer zweiten Ausfiihrungsform 
der Erfindung; 



20 



Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 

Halbleiterbauteilstapel mit einem Basishalbleiterbau- 
teil, der ersten AusfQhrungsf orm der Erfindung. 



Figur 1 zeigt eine Prinzipskizze eines Basishalbleiterbau- 
teils 1, einer ersten Ausftthrungsf orm der Erfindung in per- 
^ 25 spektivischer Ansicht. Dieses Basishalbleiterbauteil 1 ist 
^^1^ die Basis fur einen Halbleiterbauteilstapel, d. h- auf dem 

• Basishalbleiterbauteil 1 soil ein gestapeltes Halbleiterbau- 

teilPlatz finden, dessen Aufienkontaktanordnung unabhangig 
ist von der Auflenkontaktanordnung des Basishalbleiterbauteiis 
30 1 und unabhangig von der Verdrahtungsstruktur eines steifen 
Verdrahtungssubstrats 4 des Basishalbleiterbauteiis 1- , 
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Dazu weist das Basishalbleiterbauteil 1 das steife Verdrah- 
tungssubstrat 4 aus einer Tragetplatte ana Kunststoff auf , 
die eine Ob^rseite 5 und eine Onterseite 9 des Verdrahtungs^ 
aubatrats 4 bildet. Auf dem Verdrahtungssubstrat 4 ist auf 
der Oberseite 5 im Zentrum ein Halbleiterchip 3 angeordnet, 
der -in dieser ersten AusfQhrunga form der Erfindung Flipchip- 
Kontakte aufweist, mit denen er n^it einer Verdrahtungsstxruk- 
tur auf der Oberseite 5 des Verdrahtungssubstrat s 4 verbunden 
iat. Diese, Verdrahtungsstruktur weist weiterhin Verdrahtungs- 
leitungen auf, die sich bis zu den Randbereichen 6 und 7 des 
Verdrahtungssubstrat s 4 erstrecken und dort in Kontaktan- 
schlussfiachen 8 Obergehen. 

Gleichzeitig erstrecken sich Durchkontakte von der Verdrah- 
15 tungsstruktur auf der Oberseite 5 des Verdrahtungssubstrats 4 
zu der Onterseite 9 des Verdrahtungsaubstrats 4. Auf der un- 
terseite 9 ksnnen die Durchkontakte' in AuBenkpntaktf ISchen 
abergehen, die mit AuJisnkontakten des BasishalbleiterbauteiLs 
1 bestackt sind. Aufierdem konnen Leiterbahnen 22 von den 
20 Durchkontakten zu einzelnen AuBenkontaktf lichen ftihren, um 
die Durchkontakte mit den Aulienkontakten zu verbinden, , 

Das hier gezeigte Basishalbleiterbauteil 1 ist von samtlichen 

schatzenden Kunststof fmasaen befreit dargestellt, um den Auf- 
25 bau des Basisbauteils 1 zu verdeut lichen. Somit zeigt Figur 

1, dass die Rackseite 25 des Halbleiterchip 3 von einer 

StUtzplatte-26 bedeckt ist. Die sttitzplatte 26 kann aus ■ 
• Kunststoff, wie einem FR4- Oder einem BT-Material aufgebaut 

sein, und dient als Auf lagef lache fur die Zwischenverdrah- 
30 tungsfolie 14. Auaerdem statailisiert die Stutzplatte 26 die 

Montageebene fiir ein zu stapelndes Halbleiterbauteil auf der 
. Zwischenverbindungsfolie 14. Dazu weist die Zwischenverbin- 

dungsfolie 14 Stapelkontaktf lachen 17 in einem Anordnungsmus- 
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ter 16 aufr das deia AuBenkontaktmuster des zu stapelnden 
Halbleiterbauteils entspricht. 

Auf die Stapelkontaktflachen 17 kann von der Oberseite 15 der 

5 2wisic:he™3rd^^htxing3£oli« 14 sugcgrif f on . wr^rH^r. . ^ Rf.ap^l- 

kontaktflachen 17 stehen Ubef Leiterbahnen 22 auf der Unter- 
seite 29 der Zwlschenverbindungsf die 14 ruit den Kontaktan-. 
. . schlussflachen 8 auf dem Verdrahtungssubstrats 4 in den Rand- 
bereichen 6 und 7 elektrisch in Verbindung. Dazu ist die Zwi- 
10 schenverdrahtungsfolie 14 in ihren Randbereichen 20 und 21 zu 
den Kontaktanschlussflachen 8 des. Verdrahtungssubstrats 4 ab- 
gebogen. Die Kontaktanschlussflachen 8 sind somit Knotenpunk- 
te far Verbindungen zwischen den Stapelkontaktf lachen 17 und 
den Kontaktf lachen des Halbleiterchips 3, sowie den Aufienkon- 
15 taktf lichen des Verdrahtungssubstrats 4. 

Die Stutzplatte 2 6 aus Metall Oder einer isolierenden Platte 
aus FR4^ Oder PT-Material sorgt fUr isine Versteifnng im Be- 
reich des Anordnungsmusters 16 fQr die Zwlschenverbindungsf o- 
20 lie 14, Anstelie des Halbleiterchips 3 rtdt. Flipchip-Kontakten 
k^nnen auch Halbleiterchips mit Bondkontaktf lachen eingesetzt 
warden. In dem Fall mUssen jedoch Bonddr^hte, die. von den 
. Kontaktf lachen des Halbleiterchips ausgehen, vor dem Anbrin- 
gen einer Zwischenverbindungsfolie 14 durch eine entsprechend 
dimensionierte Kunststof f gehSusemasse auf dem Halbleiterchip 
3 geschUtzt werden, Ein derartiges Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung wird sp^ter in einem schematischen Querschnitt mit 
Figur 7 gezeigt, 

30 Die Figuren 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte' durch . 
Bauteilkomponenten im Verlauf der Herstellung eines Basis- 
halbleiterbauteils 1. Komponenten mit gleichen Funktionen,. 
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wie in Figur 1, werden mit gleichen Bezugszeichen gelcenn- 
zeichnet and nicht extra erGrtert , 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Zwischen- 
5 verbindungsfolie 14 mit einer Stiitzplatte 26. Die Stiitzplatte 
26 versteift die flexible Zwischenverdrahtungsf olle 14 in ei-- 
' nem Mittenbereich- 30, der. die StapeDcontaktflSchen 17 zum An-, 
schluss von eineiu gestapelten Halbleiterbauteil aufweist- 
wahrend durch die StUtzplatte 26 der Mittenbereich 30 flach 
10 und eben gehalten wird, bleibt die Zwischenverbindungsf olie 
14 in ihren Randbereichen 20 und' 21 ausreichend flexibel, um 
in den Randbereichen 20 und 21 abgebogen zu werden. In den 
Randbereichen 20 und 21 weist die Zwischenverbindungsf olie 14 
Leiterbahnen 22 auf, die mit den Stapelkontaktf lachen 17 e- 
' ' 15 lektrisch verbunden sind. Da die Leiterbahnen 22 auf der Un- 
terseite 29 der Zwischenverbindungsf olie 14. angeordnet sind, 
konnen sie elektrisch mit Kontaktanschlussf lachen auf einem 
Verdrahtungssubstrat durch Abbiegen ihrer Randbereiche 20 und 
21 verbunden werden, ohne dass sich der Mittenbereich 30, der 
20 von der Sttitzplatte 26 versteift wird, verwOlbt oder ver- 
biegt. 



n 



Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines steifen 
Verdrahtungssubstrats 4 mit Halbleiterchip 3: Der Halbleiter- 

25 chip 3 weist eine planare und ebene RUckseite 25 auf, und be- 
sitzt auf seiner aktiven Oberseite 11 Flipchip-Kontakte 23. 
Diese Flipchip-Kontakte 23 slnd uber Verdrahtungsleitungen 12 
mit Kontaktanschlussf lachen 8 verbunden, und stehen elekt- 
risch Uber Durchkontakte 13 und Auiienkontaktf lachen 24 und 

30 Aufienkontakten 10 auf der Unterseite 9 des Verdrahtungssub- 
strats 4 in Verbindung. wahrend der Halbleiterchip 3 im Mit- 
tenbereich 30 des Verdrahtungssubstrats 4 angeordnet ist, 
sind die Kontaktanschlussf lachen 8 auf der Oberseite 5 in den 
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Randbereichen 6 und 1 des Verdrahtungsaubstrats 4 angeordnet. 
Zum Zusairaaenbau der in Figur 2 gezeigten Zwischenverbindungs- 
folie 14 lait dem in Figur 3 gezeigten steifen Verdrahtungs- 
substrat 4 wird, wie Figur 4 zeigt, die Zwischenverbindungs- 
5 folie 14 mit ihrer Stiitzplatte 26 auf der RUckseite 25 des 
Halbleiterchips 3 angeordnet . 

Vor dem Aufsetzen der Zwischenverbindungsfolie 14 wurde der 
Zwischenraum, der durch die Flipchip-Kontakte 23- zw.ischen dem 
10 Halbleiterchip 3 und dem Verdrahtungssubstrat 4 entsteht, mit 
einem Partikel gefUllten Kunststoff, eineia sogenannten "Un- 
derfill" 31 aufgeftilit, um theritiische Belastung^n zwischen 
K dent Halbleiterchip 3 und dem. Verdrahtungssubstrat 4 aus- 
\ zugleichen. 



15 




Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ver- 
drahtungssubstrat 4 mit Halbleiterchip 3 und aufgesetzter 
Zwischenverbindungsfolie 14. In einem nSchsten Schritt werden. 
dann die Leiterbahnen 22 der Zwischenverbindungsfolie 14 mit 
20 den Kontaktanschlussf ISchen 8 des steifen Verdrahtungssub- 
strats '4 elektrisch und mechanisch miteinander verbunden. 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eiri Ver- 
drahtungssubstrat 4 nach Abbiegen von Randbereiche 20 und 21 
der Zwischenverbindungsfolie 14 und elektrischem Verbinden 
der Kontaktanschlussfiachen 8 des Verdrahtungs substrata 4 mit 
Leiterbahnen 22 der Zwischenverbindungsfolie 14. Dazu wird 
ein LOtwerkzeug' 32^ daa in dieser Aiisfahrungsform zwei Lotbu- 
gel aufweist, auf die Randbereiche 20 und 21 der Zwischenver- 
30 bindungsfolie 14 gesetzt, und in Pf eilrichtung A auf die Kon- 
taktanschlussflachen 8 gepresst, bei gleichzeitiger ErwSrmung 
der Randbereiche 6 und 7 der Verdrahtungsplatte 4. Dazu wei- 
sen die Kontaktanschlussf lachen 8 entsprechende Beschichtun- 
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gen aus eineiu Lotmaterial auf, das mit deiti Material der Lei- 
terbahnen 22 der Zwischenverbindungsfolie 14 eine. eutektische 
Legierung bildet* Neben deiti eutektischen Loten kOnnen jedoch 
auch Dif fusionslote eingesetzt werden, die hochschmelzende 
5 intemietallische Verbindungen beim LGtprozess bilden, oder 
einfache und preiswerte Lptmaterialien verwendet werden^ wie 
Zinnlote. 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ba-. 

10 sishalbleiterbauteii 1 mit einer auf gebrachten Kunststof f ab- 
deckung 28 der elektrischen Verbindungen. Diese Kunststqf f ab- 
deckung 28 ist in dieser Aus fiihrungs form der Erfindung mit 
einem Dispeiisions-Verf ahren aufgebracht, und kann jedoch auch. 

\ durch ein Mold^Verf ahren oder durch ein Tauchverf ahren oder 

15 ein Jet-dispens-Verf ahren zum Schutz des Knotenpunktes, der 
durch die Kontaktanschlussf lachen 8 dargestellt wird^ aufge- 
bracht werden. Das Abbiegen von Leiterbahnen 22 einer Zwi- 
schenverbindungsfolie 14 hat gegenaber einem Bondverf ahren 
den Vorteil/ dass einerseits dichter nebeneinander angeordne- 

20 te Kontaktanschlussf lachen 8 vorgesehen werden k5nnen, da 

. keine Rticksicht auf Bondwerkzeuge zu laehmen ist, und zum an-- 
deren hat dieses Verfahren den Vorteil^ dass samtliche Ver- 
bindungsstellen oder Knotenpunkte eines Randbereiches gleich- 
zeitig in elnem Arbeit sgang hergestellt werden kGnnen. 



4 



. 25 



Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Ba- 
sishalbleiterbauteil 100, einer zweiten Ausf Uhrungsf orm der 
Erfindung- Der Unterschied zu der ersten Ausfiihrungsf orm der 
Erfindung, der in Figur 1 und Figur 6 gezeigt wird, liegt 
30 darin, dass der Halbleiterchip 3 bei dieser Ausfuhrungsf onu 
der Erfindung in eine Kunststof fmasse 27 eingebettet wird, 
und diese Kunststof fmasse 27 welche die Zwischenverbindungs- 
folie 14 trSgt und diese in ihrem Mittenbereich derart ver- 
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steift, dasa die Stapelkontaktf lachen 17 in einer Ebene lie- . 
gen und beim Abbiegen der Randbereiche^ 20 und 21 der Zwi- 
schenverbindungsfolie 14 nicht verformt werden. In die Kunst- 
stoffmasse 27 konnen auch Drahtbond-Verbindungen eingebettet , 
5 • werden, wenn der Halbleiterchip 3 Kontaktanschlusaf lachen ei- 
nes bondbaren Halbleiterchip aufweist , . und keine wie in Figur 
7 gezeigten Flipchip-Kontakte 23 besitzt. Durch die Kunst- 
stoffmasse 27 ward dann nicht allein eine Ebene far die Sta- 
pelkontaktf lachen geblldet, sondern es werden auch gleichzei- 
10 tig die dann vorhandenen Bond verb indungen mechanisch ge- 
schlitzt. 



Jgf^ Figur 8 zeigt einen schsmatischen Querschnitt durch einen 

^^^^ Halbleiterbauteilstapel 2 mit einem Basishalbleiterbauteil 1, 
15 der ersten Ausf iihrungsf orm der Erfindung. Koitiponenten mit 

gleichen Funktionen, wie in Figur 1, ^ werden mit gleichen Be- 
zugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erortert. 

In diesem Halbleiterbauteilstapel 2 ist auf dem Basishalblei- 
20 terbauteil 1 ein weiteres Bauteil, z. B. ein DRAM 34 (dynamic 
random access memory) , oder andere Speicherkdmponenten wie 
Flash, SRAM, oder Kompcnenten mit gestapelteri Chipkombinatio- 
nen aus Flash,. SRAM und/oder DRAM aufgebracht, wozu die Au- 
Benkontakte 18 des gestapelten Halbleiterbauteils 19 auf die 
25 Stapelkontaktf lachen 17 aufgel5tej: sind. Die Bauweise des 

hier' beispielsweise gezeigten DRAM. 34 unterscheidet sich von 
der Bauweise des Basishalbleiterbauteils 1 dadurch, dass kei- 
ne FlipchiprKontakte fUr den Halbleiterchip 33 des gestapel- 
ten Halbleiterbauteils 19 vorhanden sind, sondern der Halb- 
30 leiterchip 33 Kontaktf lachen 35 in einem Bondkanal 36 auf- 

weist, die iiber Bonddrahtverbindungen 37 mit einer Umverdrah- 
tungsschicht 38 eines Umverdrahtungssubstrats 39 verbunden 
sind- Die .Umverdrahtungsschicht 38 weist Aufienkontaktf lachen 



'A 
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40 auf , deren Anordnungsmuater dem Anordnungsmuster 16 der 
Stapelkontalctflachen IT des Halbleiterbasisbauteils 1 ent- 
spricht. 




I 
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Bezugszeichenliste 

1 Basishalbleiterbauteil 

2 Halbleiterbauteilstapel 
5 3 . Halbleiterchip 

4 Verdrahtungssubstrat 

5 Oberseite 

6 Handbereich 

7 Randbereich 

10 8 Kontaktanschlussfiache 

9 Unterseite 

10 Auiienkontakt 

11 aktive Oberseite des Halbleiterchips 
^ 12 Verdrahtungsleitung 

15 . 13 Durchkontakt 

14 Zwischenverbindungsf olie 

15 Oberseite 

1 6 Anordnungsmuster 

17 Stapelkontaktflache 
20 18 . Aufienkontakte 

19 Halbleiterbauteil 

2 0 Randbereich 

2 1 Randbe r e i ch 

22 Leiterbahnen 
25 23 Flipchip-Kontakt 

24 Aulienkontaktf lache ' 

25 RUckseite des Basishalbl©iterchips 
2 6 Stutzplatte 

27 Kunststoffmasse 
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Patentanspruche 

■ 1 Basishalbleiterbauteil fair einen Halbl^iterbauteilstapel 
(2) mlt einem Halbleiterchip (3), der auf einem steifen 
Verdrahtungssubstrat (4) angeordnet ist, wobei 

das verdrahtungssubstrat (4) auf seiner Oberseite 
• (5) in Randbereichen (6, V Kontaktanschlussf ISchen 
. (8) und gegentiberliegend zum Halbleiterchip (3) auf 
seiner Unterseite (9) Aufienkontakte (10) des Basis- 
halbleiterbauteils (1) aufweiat; 

Kontaktflachen einer integrierten Schaltung der ,ak- 
y g tiven Oberseite (11) des Halbleiterchips (3) 

und/oder die Aufienkontakte (10) mit den Kontaktan- 
15 schlussfiachen (8) viber Verdrahtungsleitungen (12) 

und/oder Durchkontakte (13) des Verdrahtungssub- 
strats (4) miteinander elektrisch in Verbindung 
stehen; 

sine verfonnbare Zwischenverbindungsf olie (14) die 
Oberseite (15) des Basisbauteils definiert und ein 
frei zugangliches Anordnungsmuster (16) von Stapel- 
kontaktflachen (17) aufweist, die kongruent zu Au- 
Benkontakten (18) eines zu stapelnden Halbleiter- 
bauteils (19) angeordnet sind; 
25 - die zwischenverbindungsfolie (14) in ihren Randbe- 

•3) JL reichen (20, 21) zu den Kontaktanschlussfiachen (8) 

_ des Verdrahtungssubstrats (4) hin verformt ist; und 
■wobei • 

die Stapelkontaktflachen (17) uber Leiterbahnen 
3Q (22) der Zwischenverbindungsfolie (14) mit den Kon- 

taktanschlussfiachen (8) des Verdrahtungssubstrats 
(4) elektrisch in Verbindimg stehen. 



20 
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2. Basishalbleiterbauteil nach Anspruch 1, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
der Halbleiterchip (3) Flipchip-Kontakte (23) aufweist, 
die Ciber verdrahtungsleitungen (12) mit den Kontaktan- 
5 schlussfiachen (8) verbunden siud, und Ober Verdrah- 

tungsleitungen (12) auf der Oberseite (5) und Durchkon- 
. takte (13) zur Unterseite (9) des Verdrahtungssubstrats 
(4), sowie tiber verdrahtungsleitungen (12) auf der Un- 
terseite (9) des Verdrahtungs substrata (4) mit Auftenkon- 
10 taktfiachen (24) verbunden sind, wobei die Auflenkontakt- 

fiachen (24) die Aufienkontakte (10) aufweisen. 



■4 




Basishalbleiterbauteil nach Anspruch 2, 
y dadurch gekennzeichnet, dass 

15 die, Aufienkontakte (10) Lotballe aufweisen und auf der 

unterseite (9) des Verdrahtungs subs t rats (4) in einer 
Matrix angeordnet sind. 

4. Basishalbleiterbauteil nach einein der vorhergehenden 

20 Ansprtlche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Zwischenverbindungsfolie (14) auf der Ruckseite , (25) 
> eines Basishalbleiterchips (3) mit angeordnet ist. 

5. Basishalbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprtlche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Sttitzplatte (26) zwischen der Zwischenverbindungs- 
folie (14) und dem Halbleiterchip (3) angeordnet ist. 

6. Basishalbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 



30 



Datum 02.03.04 16:39 FAXG3 Nr: 757412 von NVS:FAXG3.I0.0102/0 (Seite 25 vori 37) 



02-MftR-2004 16:45 SCHUEIGER 8. PflRTNEK , °=- 

FIN 592 P/200450165 

. 23 

das Basishalbleiterbaiiteil (1) und das gestapelte Halb- ^ 
leiterbauteil (19) iiber die Stapelkontaktf lachen (17) 
. der zwischenverbindungsfolie (14) elektrisch in Verbin- 
dung stehen. 

5 ' 

7. BasishaLbleiterbauteil nach einem der vorhergehanden An- 
sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die zwischenverbindungsfolie (14) itiehrere voneinander 
10 isolierte Lagen mit Leiterbahnen (22) aufweist- 

8. Basishalblaiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprache, 

dadurch g e k e nn z e i c h ne t / dass 
der Halbleiterchip (3) des Basishalbleiterbauteils (1) 

■ in eine Kunststof fmasse (27) eingebettet ist. 

9. Basishalbleiterbauteil nach einem. der vorhergehenden An- 
sprUche/ 

dadurch gekennzeichnet, dass 

■ der Halbleiterchip (3) dea Basishalbleiterbauteils (1) 
Uber Bonddrahtverbindungen mit den Kontaktanschlussf la- 
chen' (8) elektrisch in VerbindUng steht. 

25 10. Basishalbleiterbauteil nach einem der vorhergehenden An- 



15 



20 



m 



() dadurch gekennzeichnet, dass 

die Verbindungsstellen zwischen Kontaktanschlussf ISchen 
(8) und Leiterbahnen der Zwischenverbindungsfolie (14) 
30 in den Randbereichen (6, 7) des Verdrahtungssubstrats 

(4) in eine Kunststof fabdeckung (28) eingebettet sind. 
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11. Ein Verfahren zur Herstellung eines Basishalbleiterbau- 
teils (1) weist nachfolgende Verf ahrensschritte auf: 
Herstellen eines steif en VerdrahtungstrSgers (4) 
. mit einem zentralen Halbleiterchip (3) auf seiner 
5 Oberseite (5) und Kontaktanschlussf lachen (8) in 

Randbereichen (6, 7) der Oberseite {5)/sowieAu- 
lienkontaktflSchen (24) auf seiner Unterselte (9), 
wobei die Auftenkontaktf lachen (24) und die Kontakt- 
anschlussfiachen (8) sowie Kontaktf lachen einer in- 
10 tegrierten Schaltung des Halbleiterchips (3) mit- 

einander elektrisch verbunden werden; 
- Herstellen einer verf ormbaren Zwischenverbindungs- 
y £ ' - folie (14) mit Stapelkontaktf lichen (17) auf'ihrer 

-^Im^ Oberseite (15), die ein Anordnungsmuster (16) aufr^ 

15 weisen^ das kongruent zu einem Anordnungsmuster von 

AuBenkontakten (18) eines zu stapelnden Halbleiter- 
bauteils (19) ist,. und mit Leiterbahnen (22) auf 
ihrer Unterseite (9), die mit den Stapelkontaktf la-^ 
Chen (17) verbunden sind, und sich bis in den Rand- 
20 - bereichen (20, 21) der ZwischentrMgerf olie (14) 

erstrecken, wobei 'die Leiterbahnen ,(22) ein Anord^ 
nungsmuster aufwelsen, das kongruent zu dem Anord- 
nungsmuster der Kontaktanschlussf lachen (8) ist; 
Aufbringen der Zwischenverbindungsfolie (14) mit 
25 ihrer Unterseite (9) auf den Verdrahtungstrager (4) 

mit Halbleiterchip (3); 



; I - verformen der Randseiten (20, 21) der Zwischenver- 

bindungaf die . (14) unter Verbinden der Leiterbahnen 
(22) mit den Kontaktanschlussf lachen (8) . 



30 



12. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet/ dass 

vor dem- Aufbringen der Zwischenverbindungs folie (14) auf 
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das Verdrahtungssubstrat (4) eine statzplatte (26) auf 
die Unterseite (9) Zwischenverbindungsfolie (14) aufge- 
bracht wird, 

5 13- Verfahren nach Anspruch 11 oder Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dem Aufbringen der Zwischenverbindungsfolie (14) der 
Halbleiterchip ^ (3) in eine Kunststof fmasse (27) einge- 
bettet wird, 
10 - 

141 Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 13, 
'dadurch gekennzeichnet/ dass 

nach dem Verbinden der Leiterbahnen (22) mit den Kon- 
taktanschlussflachen (8) die Verbindungsstellen in eine 
15 Kunststoffabdeckung (8) eingebettet werden. 



St 
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Zusammenfassung 

Basishalbleiterbauteil fur einen Halbleiterbauteilstapel und 
Verfahren zur Herstellung desselben 

5 

Die Erfindung betrifft ein Basishalbleiterbauteil (1) fiir ei- 
nen Halbleiterbauteilstapel (2), wobei das Basishalbleiter- 
bauteil (1) einen Halbleiterchip (3) aufweist, der auf einem 
steifen Verdrahtungssubstrat (4) zentral angeordnet ist. Das 

10 Verdrahtungssubstrat (4) weist in seinen Randbereichen (6, 7) 
Kontaktanschluissfiachen (8.) auf, die mit Aulienkontakten und 
gleichzeitig mit Kontaktf lachen des Halbleiterchips (3), so- 
wie mit Stapelkontaktf lachen (17) elektrisch in Verbindung 
stehen. Die Stapelkontaktf ISlchen {17) bilden gleichzeitig die 

15 Oberseite des Basishalbleiterbauteils (1) und weisen ein An- 
brdnungamuster (16) auf, das einem Anordnungsmuster von Au- 
Benkontakten (18) eines zu stapelnden Halbleiterbauteils (19) 
entspricht- 

20 [ Figur/ 1] 
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